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TRANZYSTORY np-n
BSYP62 i BSYP63

Tranzystory krzemowe epiplanarne przeznaczone do sto-
sowania w ukladach przelgczajgcych matej i Sredniej mo-
cy. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie
z obudowa.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Ko~
lektor jest polgczony elektrycznie z obudows.

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszezalne parametréw eksploatacyjnych

Typ BSYP62 BSYP63
Napiecie kolektor- :

-baza Ucro 25 40 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucgo 15 15 v
Napiecie emiter-baza  Ugzgg 5 5 v
Prad kolektora Ic 200 200 mA
Prad bazy Ip 20 20 mA
Moc strat Pc 360 360 mW
Temperatura zlgcza t; 423 K (150°C)

Zakres temperatury

otoczenia tamv 233...373 K (—40...++100°C)

TRANZYSTOR BSYP62

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K

(25°C) min.  maks.
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy Icp = 10 pA Usricao 2% — vV
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

“przy Ic = 30 mA Usr)cro 5 — Vv
przy Ic = 30 mA, .
Rper =10Q U sRr)cER 20 —_ v

Napiecie przebicia
emiter-baza

przy Igpy = 10 pA Usr)ERo

Prad wsteczny

kolektora

przy Ucpy =15V Icmo

przy Ucsy = 15V,

tamb = 373 K (100°C) Icpo
Prad wsteczny emitera

przy Ugpo =4V IEno
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 10 mA,

Is =1mA UBEsat
Napigcie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic = 10 mA,

Ip = 10mA Ucgsat
Wsp6lezynnik wzmoc-

nienia pradowego

przy Ig,= 10mA,

Uce=1V, ha1g
przy Ic = 10 mA,
Ucg=1V,

tamp = 208 K (—40°C) hak
Parametry dynamiczne

przy tams = 298 K

(25°C)
Czestotliwo§¢ przeno-

szenia

przy Ic = 20 mA,

Uce=10V fr
Pojemnos¢ kolektora

przy Ucg =10V Ce
Czas wigczania

przy Ic = 10 mA,

I = 3mA,

Ugg =2V ton
Czas wylaczania

przy Ic = 10mA,

131 = 3mA,

Igs = 1mA torr

TRANZYSTOR BSYP63

Parametry statyczne

przy tomp = 298 K
(25°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza

przy Icm = 10 pA Usrycro
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Napiecie przebicia . przy Ic = 10mA,

kolektor-emiter Uce=1V hae 30 120 —
przy Ic = 30 mA Usryceo 15 — v przy Ic = 10mA, .
przy Ic = 30 m4, ' Uce=1V,

R =10Q U(srycER 20 —_ v tamb = 298 K (—40°C) hgyr 15 — —_

Napiecie przebicia
emiter-baza

przy Igso = 10 pA U BRyEB0 5 —_ v Parametry dynamiczne

Prad wsteczny kolektora
przy Ucso = 15V Iceo — 100 nA Przy tamo = 298K
przy Ucpo = 15V, (25°C) ) min. maks.
tamp = 373 K (100°C) Icgo — 15 pA Czestotliwo§é przeno-

Prad wsteczny emitera szenia
przy Ugpy =4V Igmo : — 100 nA przy Ic = 20 mA,

Napiecie nasycenia Ug=10V fr 300 —_ MHz
baza-emiter ' Pojemnosé kolektora
przy Ic = 10 mA, przy Ucgy =10V Ce — . 6 pF
Is =1mA Usgsat — 08 V Czas wlgczania

Napigcie nasycenia przy Ic = 10 mA,
kolektor-emiter Ig=3mA, Uge =2V ton — 40 ns
przy Ic =10mA, Czas wylaczania
Iz =10mA Ucgsat — 04 V przy Ic = 10 mA,

Wspétezynnik wzmoc- Igy = 3mA,
nienia pradowego Ige = 1mA torF — 75 ns
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NAUKOWO -PRODUKCY JNE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW

Zaklad DoSwiadczalny Pélprzewodnikéw przy ITE
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa

telefon: 431431 do 39, teleks: 813219




